NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR

TRANSISTORS NPN SILICIUM. PLANAR EPITAXIAUX

Compl. of 2N 2906, A - 2N 2907, A

*2N 2221,A
*2N 2222 A

- LF or BF small or large signal amplification
Amplification BF ou HF petits ou grands signaux

- Medium current switching
Commutation &8 moyen courant

% Preferred device
Dispositif recommandé

v { 30V 2N 2221- 2N 2222
CEO 40V 2N 2221 A2N 2222 A
Ic 08A
ha1E { 40-120 2N 2221, A
(150 mA) 1 100-300 2N 2222, A
P {250 MHz min
T 300 MHz min 2N 2222 A
VCEsat { 1v max 2N 2221 A-2222 A
{500 mA){ 1,6V  max 2N 2221-2N 2222

Dissipation Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté  CB-6 derniéres pages
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I T e Weight : 0,32¢g Collector is connected to case
o 50 100 150 200 Tcasel°Cl (2 Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b= +25 °C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
2N 2221 2N 2221 A
2N 2222 2N 2222 A
Collector-base voltage Vv
Tension collecteur-base cBo 60 75 v
Collector-emitter voltage \
Tension collecteur-émetteur CEO 30 40 v
Emitter-base voltage Y]
Tension émetteur-base EBO 5 6 v
Collector current ]
Courant collecteur c . 08 08 A
T = 25°C (1) 05
Power dissipation amb Prot 05 w
Dissipation de puissance = o W
Tease 25°C (2) 1.8 1,8
Junction temperature :
Température de jonction max Tl +175 +175 °C
Storage temperature min T —65 -85 °C
Température de stockage max stg +200 +200 o]
75-50 1/6
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2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A

STATIC CHARACTERISTICS

Tamb =25°C

{Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES {Saut indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCB =50V 2N 2221 10 nA
g =0 2N 2222
Veg =60V 2N 2221 A 10 A
lg =0 2N 2222 A
Collector-base cut-off current Ve =50V
Courant résiduel collecteur-base Ig =0 leso ;: ::z; 10 uA
Tamb = 150°C
Vo =60V
cB
= A
g =0 2N 2221 W0 A
T =180°C 2N 2222 A
amb
Collector-emitter cut-off current Vg =3V IcEX N 2221 A 10 nA
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =60V 2N 2222 A
Base cut-off current Vgg =3V ) N 2221 Al
Courant résiduel de la base VCE =60V BEX N 2222 Al —20 nA
Emitter-base cut-off current Vgg =3V I
Courant résiduel émetteur-bisse IC =0 EBO 10 nA
2N 2221 60 v
- 2N 2222
Collector-base breakdown voltage g = v
Tension de claquage collecteur-base ] c =10 uA (BR)CBO
2N 2221 A 75 v
2N 2222 A
2N 2221
30 v
_ 2N 2222
Collector-emitter breakdown voltage g = v *
Tension de claquage collecteur-émetteur ] c =10 mA (BR)CEO
2N 2221 A 40 v
2N 2222 A
2N 2221 5 v
‘ . =0 2N 2222
Emitter-base breakdown voltage C V(BR)EBO
Tension de claquage émettsur-base IE =10 pA
2N 2221 Al 6 Y,
2N 2222 A|

* Pylsed t =200us 6 <1%

Impulisions
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2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
\cg =10V 2N 2221,A 20
IC =0,1mA 2N 2222,A 35
Veg =10V hyrg [N 2221A 25
Ic =1mA 2N 2222,A 50
Ve =10V 2N 2221,A] 35
Ic =10mA 2N 2222,Al 75
Veg =1V 2N 2221,A| 20
lc =150mA 2N 2222,A 50
Static forward current transfer ratio
Va/leur statique du rapport de transfert =
diract du courant YCE - :gov A N 22217 40 120
= m * 2N 2222, A8 100 300
¢ ha1e
2N 2221 | 20
2N 2222 | 30
Veg =10V
Ilc =500mA 2N 2221 A 25
2N 2222 Al 40
Vap =10V
CE
Ic. =10mA ho1e 2N 2221 A ;Z
T = _ssoC 2N 2222 A
amb
'C = 150 mA 2N 2221 04 v
lg =15mA 2N 2222 ’
'C = 500 mA 2N 2221 16 v
g =50mA * | 2N 2222 ’
Collector-emitter saturation voltage VCEsat
Tension de i !
Ilc =150mA 2N 2221 A 03 v
lg =15mA 2N 2222 A ¢
lc =500mA 2N 2221 A 1 v
'B =50mA 2N 2222 A
lg =150mA 2N 2221 13
. . g =15mA 2N 2222 ’
Base-emitter saturation voltage \]
Tension de saturation base-émetteur BEsat
lc =500mA 2N 2221 26
lg =50mA 2N 2222 !

* Pylsed
Impulisions

tp=200us § €<1%
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2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)

{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
I = 150 mA
'C —1BmA 2N 2221 A 0,6 1,2 v
. . g —15m 2N 2222 A
Base-emitter saturation voitage v %*
Tension de saturation base-émetteur . BEsat
lc =500mA 2N 2221 A ) v
lg =50mA 2N 2222 A
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux}
VCE =10V
| - 2N 2221 Al 30 150
c Tima 2N 2222 A 60 300
f =1 kHz
Forward current transfer ratio h21
Rapport de transfert direct clu courant e
Veg =10V
Ic =10mA 2N 2221 Al 50 300
f =1kHz 2N 2222 Al 75 375
:’CE =1ov N 2221 A 1 35 .
c =1mA oaN2222 A 2 8
f =1 kHz
{nput impedance h
Impédance d’entrée 11e
Ve =10V
LB omA 2N 2221 Al 0.2 1
c = °-m 2N 2222 A 0,25 1,26 kQ
f =1 kHz ! !
Vap =10V
,CCE = 1mA 2N 2221 A 5 “
§  =1kHz 2N 2222 A 8 10
Reverse voltage transfer ratio h
Rapport de transfert inverse de /s tension 12b
Veg =10V
g =10mA 2N 2221 A 25 104
& =1KHz 2N 2222 A 4
Vg =10V
L8 A 2N 2221 A 3 15
c Com 2224 5 3 HS
f =1kHz 2N 2
Output admittance hoop
Admittance de sortie
:’cE = :g ;A 2N 2221 A 10 100 n
c - 2N 2222 A
f =1kHz % 200

* puised t. =200us 6§ <1%
Impulsions P
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2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A

{Unless otherwise stated)

STATIC CHARACTERISTICS Tamb = 250C 3ss othe t
CARACTERISTIQUES STATIQUES am) {Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N 2221,A 250 MH
Transition fraquen Veg =20V 2N 2222 z
ransition frequency =
Fréquence de transition ;C _ 20mA fr
= 100 MHz 2N 2222 Al 300 MHz
Veg =10V
QOutput capacitance i ce = Caop 2N 2221,A 8 pF
Capacité de i
pact e sortie f - 1 MHZ 2N 2222,A
Input capacitance Ve iO,B v C11b 2N 2221 A
Capacité dentrée e = 2N 2222 A % PF
f =1MHz
Ve =20V
Feedback time constant ) CE =20 mA lh12b| 2N 2221 A 150 ps
Constante de temps de réection fC =318 MHz —_— 2N 2222 A
Veg =10V
lc =100pA
Noise figure =
Factourga bruit RG 1k$2 F 2N 2222 A 4 dB
f =1kHz
Af =1tHz
SWITCHING CHARACTERISTICS T b= 25°C
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION am
Gate controiled delay time
Retard & Ia croissance commandée par la v ~—05V td 2N 2221 A 10 ns
glchette Figure 1 BE . 2N 2222 A
gy ~16mA
Rise time lc ~150mA t 2N 2221 A 25 s
Temps de croissance Figure 1 r 2N 2222 Al
Carrier storage time 2N 2221 Al
Retard & Ia décroissance . | =~ 150 mA L N 2222 A 225 ns
Figure 2 c
g lg; ~15mA
Fall time I ~—15mA 2N 2221 A
) 82 1
Temps de décroissance Figure 2 f 2N 2222 A 60 ns
5/6
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2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

Figure 1
0,1 uF 6190 -®
) @———»—-' Oscilloscope
Generator Oscilloscope
Générateur Z =2 100 k2
Z=50Q C < 12pF
t, < 2ns t, <5ns
t. < 200ns
+104V P [H 50
05V 3 +30V
+
0
Figure 2
Generator
Générateur
~ 100 us 2 =508 1IN 916
<5ns
+16,2V Oscilloscope
Oscilloscope
3V Z = 100 k2
C < 12pF
t, < 5ns
0 -138V
__ ~b00 us W
o g N
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